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１． はじめに 

本研究室では従来の ELA とは異なる大出力ビーム ELA による a-Si 薄膜への一括アニールによって Si 膜面上

の結晶の不均一性の改善を試み、ガラス、ポリイミド（PI）基板にて a-Si 膜の結晶化に成功した [1]。次の段

階として一括 ELA によるより耐熱温度が低いポリカーボネート(PC)基板上への Poly-Si 膜形成を目指す。 

２．実験および結果 

熱計算シミュレーションにより、パルス波長 308 nm、パルス幅 150 ns、の ELA を照射した時の 50 nm 厚の

a-Si 層の過熱の挙動より結晶化機構を予測、解析し、a-Si 層全体を溶融しつつ PC 基板への熱的ダメージを抑え

ることのできる熱バッファー層の構造やパルスエネルギー条件を探した。Fig. 1 に a-Si/熱バッファ―層/PC 基

板の構造での計算シミュレーション結果を示す。Fig. 1(a)より、ELA により Si 表面温度が急激に上昇し、225 

mJ/cm2程度以上で a-Si の融点に達すると見積もられた。また Fig. 1(b)より、ELA 後、遅れて PC 基板表面温度

も上昇するものの、熱バッファー層により概ね 450 K 程度に抑えられることが分かった。 

一括ビーム ELA によって PC 基板上の Si 膜を結晶化させることにより、より安価で高品質なディスプレイの

作製が期待される。 

 

Fig.1 Temperature shift at (a) Si surface and (b) PolyCarbonate surface  
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